BO NHG FLASH TiM GIAI PHAP MO RONG GIOT HAN VAT LY

Céng n

Cbéng nghé flash s& thay DRAM théng trj thé giéi trong khodng 5 - 7 ném niva néu né khéng vép
phdi nhiing han ché& vé mat vét ly qué nhanh.

B& nhé NAND flash, hién dugc dung trong mdy énh s6 va thiét bi nghe nhac MP3, dang chiu sic
ép canh tranh [én gitra céc hding sén xuét. "Thi trudng tiém ndng cba flash trong nam 16 s& la may
quay va dién thoai camera", Eli Harari, Gidm déc diéu hanh céng ty chuyén vé thiét bi lvu triy
SanDisk, dy dodn.

NAND s& ti€ém ngdi DRAM, bd nhé chinh trong mdy tinh, do chi phi sdn xuét khéng con dat dé
nhu vai ndm truéce. IBM va nhiéu céng ty khdc ciing dang xéy dung mdy chd ban dan dya trén

NAND.

Tuy nhién, Harari cho réing cong nghé flash hién nay chi ¢6 khd néng kéo dai trong khodng 4 - 5
the hé truéc khi cén mét gidi phdp méi dé tén tai lau dai.

Nhung viéc cdi tién chip NAND dang tré nén phirc tap hon do céc bd phén céu thanh chip khé ¢é
thé "co" thém nira. Lép tunnel oxide chi cé khd néng thu nhé xudng 80 angstrom (don vi do buéc
séng dnh séing) trong khi & céc logi chip khéc, 6p nay cé thé rit xusng 12 angstrom.

Chip NAND theo céng nghé 32 nanometer s& xudt hién cudi thap ky nay va thé hé 20 nm s& c6
m&t vai ndm sau. Khi dé, bd nhé NAND s& cé dung lugng 256 Gb va gid méi bit chi con 1/10 so
véi hign nay. Tuy nhién, k& tir d6, vt liéu va cdng nghé séin xuét flash khé ma tién xa hon.

Héing SanDisk tim dén gidi phdp chip nhé 3D (céng nghé cla Matrix Semiconductor mé ho mua
vai ndm truéce). Tuy nhién, chip Matrix chi hé trg ghi mét lén, toc nguoi dung khéng thé xéa dir
liéu cT va ghi chén di ligu méi. SanDisk dang tiép tuc khéc phuc véin dé nay.

Nhiéu nha sén xuét lai tinh dén chuyén dua thém bit vao méi 6 nhé. Hién nay, mét dé chip cao
nhét la 2 bit/6. Chip vé&i 3 bit/6 theo dy kién s& xudt hién trong 2 - 3 n&m t6i.

Trong khi d6, mét s& héing khéc tép trung tim higu qud trinh bign ddi pha hodc co cdu truyén dong
(actuator).






